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(54) Title: METHOD FOR TWO-SIDED POLISHING OF A SEMICONDUCTOR WAFER
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BEIDSEITIGEN POLIEREN FINER HALBLEITERSCHEIBE

(57) Abstract: The invention relates to a method for two-sided polishing of a semiconductor wafer, wherein polishing cloths having
a hardness at room temperature of at least 80° according to Shore A and having a compressibility at room temperature of less than
3 % are fastened on a top and bottom polishing plate, wherein a semiconductor wafer is polished on both sides between a top and
bottom polishing cloth, and wherein, in order to fasten the polishing cloths on the top and bottom polishing plates, the polishing cloths
are adhered to the top and bottom polishing plates, a cloth having a compressibility at room temperature of at least 3 % is positioned
between the two adhered polishing cloths as an intermediate layer and the two polishing cloths are then pressed to each other together
with the cloth located therebetween for a specific time period.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum beidseitigen Polieren einer Halbleiterscheibe, wobei auf oberem und unterem Polierteller
Poliertiicher einer Harte bei Raumtemperatur von mindestens 80° nach Shore A und mit einer Kompressibilitit bei Raumtemperatur von
weniger als 3 % befestigt werden, wobei eine Halbleiterscheibe zwischen oberem und unterem Poliertuch beidseitig poliert wird, und
wobei zum Befestigen der Poliertiicher auf oberem und unterem Polierteller die Poliertiicher auf oberes und unteres Polierteller geklebt
werden, zwischen den beiden aufgeklebten Poliertiichern als Zwischenlage ein Tuch mit einer Kompressibilitat bei Raumtemperatur
von mindestens 3 % positioniert wird und anschliefiend die beiden Poliertiicher mit dem zwischen ihnen befindlichen Tuch fiir einen
bestimmten Zeitraum aneinander gepresst werden.



